
Figure 1  M-H curve in MgB2+x(NaF)  
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はじめに： MgB2は原料が安く、超伝導転移温度(Tc)が 39 Kと比較的高いことから、超伝導線材

などの工業的応用が期待されている。しかし、MgB2 は高磁場において超伝導臨界電流密度(Jc)が

低いことが問題点である。そこで、磁場を捕捉するピンニングサイトの導入が検討されている。

ピンニングサイト導入の簡便な方法として、不純物添加がある。MgB2へ SiC[1]やコロネン[2]など

のカーボン系物質を添加することで、Jc の向上が報告されている。しかし、本研究ではカーボン

系物質ではなく化学的に安定で安価なフッ化物であるフッ化ナトリウム(NaF)に着目し、MgB2 の

Jcに対する NaF添加効果を検討した。 

実験方法： MgB2+x(NaF) (x = 0.00~0.20)となるように化学量論組成比にMg、Bと NaFを秤量し

乾式混合を行った。その後、混合した粉末を石英管に入れ真空封入（数 Pa程度）を行い、電気炉

で 800 ℃、100 h 焼成を行った。合成した試料は、X 線回折(XRD)により同定し、物理特性測定

装置(PPMS：カンタムデザイン社製)を用いて磁化率および電気抵抗率を評価した。 

実験結果: NaF添加したMgB2試料(MgB2+x(NaF))の 5 Kにおける磁化の印加磁場依存性(M-H特

性)を Figure 1に示す。NaFを x = 0.10添加した試料が最も大きなヒステリシス曲線を示した。一

方、x ≧ 0.15では、ヒステリシス曲線は小さくなることがわかった。この結果より、x = 0.10に

おいて Jc が最も高くなることが期待され

る。そこで、x = 0.10の組成(MgB2+0.1(NaF))

の試料について、反応性を向上させるため、

ペレット成型してから 780℃、100 h 焼成

を行ったのち、粉砕して粉末試料とした。

その結果、Bean model により Jcを 1.34×

104 A/cm2と見積もった。次に、同条件で

作 製 し た 粉 末 試 料 を 用 い て

Powder-In-Tube(PIT)法により MgB2線材の

作製を試みた。MgB2線材の Jc測定の結果

は発表当日に報告する。 
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